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Resumo

Neste trabalho, seré discutido um material semicondutor usado como substituto para o si-
licio (Si) em aplicagoes com alta poténcia, frequéncia e temperatura: o carbeto de silicio (SiC).
Sua principal caracteristica ¢ a formagao de um filme de diéxido de silicio (SiO2) através da
oxidagao térmica. Foi feita a oxidagao tmida (em vapor d’agua) de amostras de SiC a tempe-
ratura de 1100°C e 900°C, durante diferentes intervalos de tempo com o objetivo de formar
o filme dielétrico. Foram empregadas técnicas de anélise de materiais como Espectrometria
de Retroespalhamento Rutherford em geometria de canaliza¢io (c-RBS) e Espectroscopia de
Fotoelétrons induzidos por raios X (XPS) a fim de investigar a cinética do processo e a quan-
tidade de oxigénio incorporado na regido interfacial SiO2/SiC em funcdo da temperatura e
do tempo de oxidagdo, bem como obter uma estimativa da espessura dos filmes formados.
Comparando os espectros obtidos das amostras oxidadas a 1100°C e 900°C, observamos que
as amostras oxidadas por 30 e 60 minutos apresentam quantidades muito proximas de oxigénio
incorporado na face Si para cada temperatura. Nota-se também uma alta taxa de incorporagao
de oxigénio nas etapas iniciais para a temperatura de 1100°C, seguido entdo por uma incorpo-
ragdo linear e saturacdo para as amostras oxidadas em ambas as temperaturas. A causa dessa
saturagao ainda esta sendo investigada. Pretende-se realizar a analise das amostras por XPS
resolvido em angulo (ARXPS) a fim de determinar o ambiente quimico do filme a diferentes
profundidades. Além disso, esta sendo escrito um coédigo na linguagem Fortran, em parceria
com a professora Rita de Almeida, que simula a incorporagdo de oxigénio em amostras de
SiC, de acordo com as condigGes iniciais fornecidas, tendo como base a equagdo da difusdo. A
previsdo é que este esteja pronto no final de 2019.



